
増幅回路の周波数特性
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であることの確認および遮断周波数が chcl ff

遮断周波数は分母だけで決まる！
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分母に変化無しの実数倍は bout vv
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バイポーラトランジスタの高周波小信号モデル

寄生容量を考慮
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MOSトランジスタの高周波小信号モデル

基板間の寄生容量を考慮
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ミラー効果
等価変換
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